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二硫化モリブデン (MoS2) はディラックコーン状のバンド分散を持ち、薄膜で比較的高いキャ

リア移動度が期待されることから、次世代電子デバイス材料として脚光を浴びている。これまで、

CVD 法を用いた成膜の研究が多数行われてきたが、ウェハサイズでの均一な薄膜を作製すること

は困難であることが判明した[1]。この問題の解決策として RF スパッタリングを用いた成膜法の

開発が行われている [2]。本手法を用いて、これまでに不純物量を著しく低下させた MoS2薄膜の

作製が達成されており、実用化に適したプロセス開発の研究が行われている。 

今回我々は、RF スパッタリング法によって成膜された MoS2薄膜の膜質の解明、特に、成膜プ

ロセス中に結晶性を向上させるために窒素と水素の混合ガス雰囲気下で行われるフォーミングガ

スアニール (F.G.アニール) [3] の有無によって結晶性がどのように変わるかを明らかにすること

を目的とし研究を行った。XPS、UPS、RHEED (反射高速電子回折)を用いて組成と構造を調べ、

MoS2 薄膜の諸性質をバルク MoS2 結晶と比較し評価した。測定結果から MoS2 薄膜の表面は F.G.

アニールの有無に依存せずアモルファス状の原子構造であることが分かった。また、価電子帯の

光電子スペクトル中に等エネルギー間隔の極微細光電子ピークが複数現れることを新しく見出し

た。このエネルギー間隔がMoS2のラマンピーク[4]と一致することから、この光電子ピークがMoS2

の格子振動と光電子の相互作用による非弾性散乱によるものであると同定した。さらに F.G.アニ

ールを行った MoS2薄膜では、光電子スペクトル中に出現する MoS2の格子振動が、バルク MoS2

の格子振動により近づくことが判明した。これよりスパ

ッタ法による MoS2 薄膜の局所結晶構造は F.G.アニー

ルによってバルク MoS2に近づく、即ち膜質が向上す

るということが明らかになった。 

本研究は新学術領域研究「3D 活性サイト科学」課

題番号 26105014「半導体中不純物の 3D 構造制御と低

損失・高効率デバイスの開発」の助成を受け行われた。 
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